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INTRODUCCION: EL Hg, Cd Te (MCT) es un material semiconductor esencial para la deteccion de infrarrojos, con aplicaciones en diversos
campos. Se produce mediante técnicas como la epitaxia en fase vapor (VPE) y la epitaxia por haces moleculares (MBE). EL VPE, aunque mas
simple y econdmico, requiere un control preciso de los parametros de crecimiento para evitar defectos en los materiales obtenidos. Este
estudio se centra en las peliculas de MCT crecidas por VPE, analizando sus defectos y calidad cristalina, proponiendo mejoras para
obtener cristales de mayor calidad. Se utilizan diversas técnicas de caracterizacion para identificar y comprender los problemas encontrados.

MICROSCOPIA OPTICA (MO) MICROSCOPIA ELECTRONICA DE BARRIDO (SEM)

La muestra 1 fue pulida previamente para ser vista por MO, Se utilizd un microscopio electronico de barrido (SEM) para
debido a su fragilidad se utilizd una técnica de pulido manual, analizar la superficie de las muestras con mayor detalle que la
al observar la superficie pulida (Fig. 1a) se aprecian las rayas microscopia optica. Con esta técnica se busco identificar

de pulido. La muestra 3, en cambio, mostré una superficie sin Imperfecciones como grietas, poros o diferentes orientaciones
iImperfecciones, sugiriendo una estructura monocristalina. cristalinas.
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Fig. 1a, 1b: Imagenes MO de epitaxias de MCT. a) Muestra 1 donde se aprecian las rayas )
Fig. 2a, 2b: Imdgenes SEM de epitaxias de MCT. a) Muestra 1 pulida; b) Muestra 3 monocristalina

de pulido; b) Muestra 3 sin defectos superficiales aparentes

ESPECTROSCOPIA DE DIFRACCION DE RAYOS X (EDS) RESULTADOS Y DISCUSIONES

El analisis EDS permitido conocer con precision la composicion Se ha logrado el crecimiento de MCT, aungque se identificaron
guimica de las muestras, complementando la informacion algunas variaciones en la composicion debido a factores como
obtenida con el SEM y permitiendo evaluar la calidad de las las fluctuaciones de temperatura y eventos inesperados
epitaxias. durante el proceso. Los resultados obtenidos son

prometedores y abren el camino para futuras optimizaciones

del proceso de crecimiento.
Cd Te Hg Cd Te Hg Cd Te Hg

sl 0.5 057 028 0.1 0bo 034 0.13 057 0.31

issaeree 0.0/ 057 035 008 058 035 007 058 035

isderels 0.08 055 037 007 055 038 0.07 055 0.38

TABLA 1: Composicion muestras de MCT Fig. 3a, 3b: Defectos observados a) Se aprecian diferentes granos; b) Muestra
crecida con un sobredeposito de HgTe

CONCLUSIONES:
A partir de los diferentes analisis que se realizaron a cada una de las muestras, se determina que se ha depositado/crecido el material sensible

sobre cada uno de los sustratos. Los resultados del analisis cualitativo muestran que las epitaxias de MCT poseen gran cantidad de Hg y
poca de Cd (x = 0,2), pero en todas se mantiene la cantidad de Te. Las muestras crecidas sobre los sustratos de CdTe, a diferencia de las
crecidas sobre CdZnTe, presentan en su composicion una menor cantidad de Cd. Esta leve variacion, inherente a que el Hg posee mayor
coeficiente de difusion en el CdTe que en el CdZnTe, por esta razon es que el Hg esta en mayor proporcion que el Cd en las muestras de CdTe.
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